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&).-   Nota: Algunos de estos trabajos han sido, también, enviados a revistas internacionales. 

 



26/43 

     

2.1.g.    RESUMENES DE PARTICIPACION EN CONGRESOS 

 

    2.l.g. l.  R. Castanedo, R. Asomoza y J. Mimila 

              "Estudio de Contactos Ohmicos en GaAs (N y P)". 

              Simposio Latinoamericano de Física del Estado Sólido 

              Oaxtepec, Morelos, México (l983) 

 

   2.1.g. 2   R. Castanedo, R. Asomoza, G. Jiménez y J.L. Peña 

              "Anal¡sis SIMS-Auger de contactos Ohmicos sobre GaAs". 

              III Congreso  de la Sociedad Mexicana de  Ciencia  de  

              Superficies y de Vacío 

              Oaxtepec, Morelos, México (l983). 

 

    2.l.g. 3.  J. C. Bourgoin y R. Asomoza 

              "Crecimiento epitaxial de Si y Ge". 

              III Seminario Nacional de Física Electrónica 

              Depto.  de  Semiconductores,  ICUAP,    

              Puebla, Puebla, México (l983). 

 

    2.1.g. 4.  R. Castanedo, R. Asomoza y J. Mimila 

              "Contactos Ohmicos en GaAs tipo P". 

              III Seminario Nacional de Física Electrónica 

              Depto. de Semiconductores, ICUAP, 

              Puebla, Puebla, México (l983). 

 

    2.l.g. 5.  J. M. Montoya, E. Saucedo, R. Asomoza y L. Morales de la Garza 

              "Estudio de reflectancia de Si texturizado encapsulado usado  

  en Celdas Solares". 

              IV Seminario Nacional de Física Electrónica 

              Depto. de Ingeniería Eléctrica, CINVESTAV-IPN  

              México, D. F. México (1984) 

 

    2.l.g. 6.  M. A. Vidal y R. Asomoza 

              "Un programa Fortran para el análisis de estructuras en películas de  

  silicio amorfo hidrogenado"  

              4o. Taller de Física de Superficies 

              Mérida, Yucatán, México (l985). 

 

    2.1.g. 7.  R. Castanedo, R. Asomoza, S.  Romero,  G.  Jiménez  y J. L. Peña 

              "Estudio por Espectroscopía Auger de contactos  Au/Cr sobre GaAs". 

              V  Congreso  Nacional  de  Física  de  Superficies  e  

              Interfaces, Monterrey, N.L., México (l985) 



27/43 

 

    2.l.g. 8.  M.H. Farías, G.A. Hirata, L. Cota-Araiza, D.H. Galván y R. Asomoza 

"Cuantificación del contenido de hidrógeno en  a-Si:H  mediante la  

espectroscopía Auger excitada por Ar". 

              VI Congreso Nacional de Física de Superficies e Interfaces,  

  México, D. F. (l986) 

 

    2.l.g. 9.  A. Tiburcio S., A. Maldonado A. y R. Asomoza 

              "Películas semiconductoras y transparentes de SnO :F"  

              VI Congreso Nacional de Física de Superficies e Interfaces,  

  México, D. F. (l986). 

 

    2.l.g. 10.  G. Romero-Paredes, A. Palafox G., A. Maldonado y R. Asomoza 

 “Propiedades físicas de películas delgadas de CdS obtenidas por rocío  

 químico"  

             II Congreso  Nacional  en Ciencia de Materiales, 

  Can-Cún, Quintana Roo,  México, (l992). 

 

    2.l.g. 11.  P. Arellano M., M. de la L. Olvera A.,  A. Maldonado A. y R. Asomoza 

"Obtención y Caracterización  de películas delgadas de Cu In S2   

 mediante la técnica de rocío químico"  

             II Congreso  Nacional  en Ciencia de Materiales, 

  Cancún, Quintana Roo,  México, (l992). 

 

 2.1.g.12 M. de la L. Olvera and R. Asomoza 

  “SnO2 and SnO2:Pt thin films used as gas sensors” 

  IV International Conference on Advanced Materials - ICAM- IV 

  Cancún, México (1995) 

 

 2.1.g.13 Y. Matsumoto, R. Asomoza, G. Hirata and L. Cota 

  “Characterization of plasma CVD deposited siliconnitride and their  

  application to thin film transistors” 

  IV International Conference on Advanced Materials - ICAM- IV 

  Cancún, México (1995) 

 

2.1.g. 14 G. Lovera, D.R. Acosta, R. Asomoza, A. Maldonado, A. Palafox H. Gomez,  

 M. de la L. Olvera and J. Palacios-Gomez  

 “Zinc oxide thin films doped with indium and prepared from solutions  

 with different acidity” 

  IV International Conference on Advanced Materials - -ICAM- IV 

  Cancún, México (1995) 

 

 2.1.g.15 S. Konnikov, A. Simikova, A. Lipovskii and R. Asomoza 

  “Formation and study of copper nanoparticles in glass” 

  IV International Conference on Advanced Materials - ICAM- IV 

  Cancún, México (1995) 



28/43 

 

 2.1.g.16 V.A. Elyukhin, S. Konnikov, S.A. Nikishin and R. Asomoza 

  “Ordered In0.75 Ga0.25 N and In0.75 Al0.25 N alloys” 

  IV International Conference on Advanced Materials - ICAM- IV 

  Cancún, México (1995) 

 

2.1.g. 17 Yu. Kudriavtsev, S.Gallardo, A.Villegas, G.Ramírez, R. Asomoza,  

“On ionization probability of sputtered atoms”,  

International Conference on Interaction of charged particles with crystals,  

May 27 - 29, Moscow 2008, p.114 

 

2.1.g. 18 Yu. Kudriavtsev, S.Gallardo, A.Villegas, G.Ramírez, M. Luna, E. Aguilar, R. 

Asomoza,  

“Obsidian Hydration dating using SIMS: CURRENT results and trends”,  

XVII International Material Research Congress, IMCR-2008, Symposium 5, 

August 17-21,  

Cancun, Mexico, General Programm, p. 95 

 

2.1.g. 19 S.Gallardo, R.Contreras, I.Martínez, M.Ramírez, J.S.Rojas, J. Hernandez,  

E.Cruz, M.Lopez-Lopez, Yu.Kudriavtsev,  

“Lateral distribution and cluster formation of MnAs at GaAs;Mn grown by 

MBE” 

International Conference on Surface, Materials and Vacuum, Veracruz, 

México, Sept.29-Oct.3, 2008, p.392 

 

2.1.g. 21 S.Gallardo, N.Hernandez A.Morales, Yu.Kudriavtsev, A.Villegas, G.Ramirez,  

R.Asomoza, A.Ortiz and J.C.Alonso,  

“Structural characterization of a-Si/Si thin Films prepared by plasma enhanced  

Chemicals vapor deposition”,  

International Conference on Surface, Materials and Vacuum,  

Veracruz, México, Sept.29-Oct.3, 2008, p.337  

 

 

 

 

 



29/43 

 

       2.5   EDICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS 
 

  Surfaces, Vacuum and their Applications 

  Eds. Isaac Hernandez-Calderon and Rene Asomoza 

  AIP Conference Proceedings 378 

  American Institute of Physics, New York (1996) 

 

  Advances in Semiconductor Materials  

  Eds. S. Velumani and R. Asomoza 

  Trans Tech Publications LTD, Switzerland, UK, USA (2009)  

  ISSN 1022-6680 

 

 

 

 



30/43 

   2.6. TESIS DE MAESTRIA Y DOCTORADO PUBLICADAS 

 

   2.6.1      R. Castanedo, R. Asomoza, G. Jiménez, S. Romero and J.L. Peña 

              "Contact Resistivity and Secondary Ion Mass Spectroscopy-Auger  

  Analysis of Au/Cr contacts on p-GaAs" 

              J. Vac. Sci. Technol. A4, 814 (1986) 

 

  Tesis de maestría de R. Castañedo. 

   

   2.6.2      G.A. Hirata, M.H. Farías, L. Cota-Araiza, D.H. Galván, R. Asomoza,  

  M.A. Vidal, and R. Quintero. 

              "Hydrogen detection in hydrogenated amorphous silicon by ion-induced  

  Auger spectroscopy". 

               J. Vac. Sci. Technol. A7, 2626(1989). 

 

              Tesis de maestría de R. Quintero. 

  ver 2.1.a.24. 

  

   2.6.3      M.A. Vidal and R. Asomoza    

              "Monte Carlo simulation of the transport process in the growth  

  of a Si:H  repared by cathodic reactive sputtering". 

              J. Appl. Phys. 67,477(1990). 

 

              Tesis de doctorado de M. A. Vidal. 

  ver 2.1.a.27. 

 

2.6.4 M de la L. Olvera A., A. Maldonado, R. Asomoza, M. Konagai and M. 

Asomoza 

 "Growth of Texturized ZnO:In Thin Films by Chemical Spray  Deposition".  

 Thin Solid Films 229(1993)196 

 

              Tesis de doctorado de A. Maldonado. 

  ver 2.1.a.34. 

 

   2.6.5   M. de la L. Olvera and R. Asomoza 

   “SnO2 and SnO2:Pt thin films used as gas sensors” 

   Sensors and Actuators B45 (1997)49-53 

 

      Tesis de doctorado de M. De la L. Olvera. 

  ver 2.1.a.42. 



31/43 

 

   2.6.6   R. Asomoza, O. Merkulova, A. Merkulov, M.A. Vidal and B. Salazar 

   “Influence of ion sputtering on the surface topography of GaAs” 

   accepted in Applied Surface Science. 

 

      Tesis de doctorado de A. Merkulov. 

  ver 2.1.a.45. 

 

 



32/43 

   2.6.c.    REPORTES TECNICOS 

 

    2.6.c. l.  A. Reynoso, J. Mimila y R. Asomoza 

              "Estudio experimental d la obtención de SnO2  

             y caracterización del SnO2 obtenido". 

              Departamento de Ingeniería Eléctrica (1981). 

 

    2.6.c. 2.  R. Castanedo, R. Asomoza y J. Mimila 

              "Contactos óhmicos en GaAs" 

              Departamento de Ingeniería Eléctrica (1982). 

 

    2.6.c. 3.  A. Morales-Acevedo, R. Asomoza y J.L. del Valle 

              "Efectos eléctricos de las superficies, interfaces  y  

              heterouniones en celdas solares" 

              Reporte Técnico Am.3l 

              Departamento de Ingeniería Eléctrica 

              (Ver 2.l.d.l.) 

 

   2.9.      DIFUSION 

 

   2.9.b.    TRABAJOS AUDIOVISUALES 

 

    2.9.b. l.  "Superconductividad" 

             Conferencias de actualización tecnológica para el  

              seminario SMART solicitado por IBM de México. 

 



33/43 

 

3. DOCENCIA 

 

     CURSOS DE LICENCIATURA 

   .   Estructura de los materiales 

       Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN 

       2o. Semestre de l983. 

 

   .   Difusión de Rayos X y Fluorescencia 

       Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN 

       ler. Semestre de l984. 

 

   CURSOS DE MAESTRIA 

 

       Sección de Electrónica del Estado Sólido, Cinvestav. 

   .   Caracterización de Semiconductores. 

       ler. Semestre de l98l,1982,1983 y 1984. 

 

   .   Física de Semiconductores 

       2o. Semestre de l984 y 1985 

 

   .   Interfaces y Heterouniones 

       ler. Semestre de l986 

 

   .   Física de Semiconductores 

       2o. Semestre de l986 a 1998 ininterrumpidamente. 

 

       Tokio Institute of Technology, O-okayama campus, Meguro-ku, Tokio, Japan 

   .   Characterization of Electronic Materials using Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 

       Spring semester, 2003 

 



34/43 

4. FORMACION DE PERSONAL 

 

   4.1.      TESIS DE LICENCIATURA 

 

   4.l.l.    "Contactos Ohmicos sobre GaAs" 

             Rebeca Castanedo 

             Universidad Autónoma de Nuevo León 

             (l983) 

 

   4.3.      TESIS DE MAESTRIA 

 

   4.3.l.    "Contactos Ohmicos en GaAs tipo N y P" 

               Rebeca Castanedo 

               Departamento de Ingeniería Eléctrica 

               CINVESTAV (diciembre de l983) 

 

-              Rebeca Castanedo es actualmente miembro del SNI y  

               Profesora Titular de la Unidad Querétaro del CINVESTAV. 

 

   4.3.2.    "Estudio del efecto Staebler-Wronski en silicio amorfo hidrogenado" 

                Rafael Quintero Torres 

                Departamento de Ingeniería Eléctrica 

                CINVESTAV (enero de l988) 

 

-               Rafael Quintero obtuvo el doctorado  

                en la Universidad de Auburn, EUA.(1994) es miembro del SNI. 

 

   4.3.3    "Crecimiento y caracterización de películas delgadas de óxido de Zinc impurificadas con 

Indio" 

                Heberto Gómez Pozos 

                Departamento de Ingeniería Eléctrica 

                CINVESTAV (diciembre de 1997), en co-tutoría con A. Maldonado 

 

 



35/43 

   4.4.      TESIS DE DOCTORADO 

 

4.4.1 "Estudio sobre mecanismos limitantes de la eficiencia de Celdas Solares de Silicio 

Cristalino,  

            Policristalino y Amorfo" 

               Arturo Morales Acevedo 

               Departamento de Ingeniería Eléctrica 

               CINVESTAV (1987) 

 

4.4.2. "Estudio teórico-experimental del silicio amorfo hidrogenado preparado por  

             pulverización catódica" 

               Miguel Angel Vidal Borbolla 

               Departamento de Ingeniería Eléctrica 

               CINVESTAV (diciembre de l989) 

 

4.4.3.   "Películas de óxidos semiconductores obtenidos por Rocío Químico: Influencia  

              del Impurificante”" 

               Arturo Maldonado Alvarez 

               Departamento de Ingeniería Eléctrica 

               CINVESTAV (1997) 

 

4.4.4.     "El Fenómeno de conmutación (Switcheo) en películas de silicio amorfo hidrogenado" 

              Alejandro Avila García 

              Departamento de Ingeniería Eléctrica 

              CINVESTAV (1997) 

 

4.4.5.    “Análisis cuantitativo de estructuras semiconductoras por SIMS” 

   Alexander Merkulov 

   Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (1998) 

 

4.4.6.    “Sensores químicos a base del semiconductor SnO2” 

  M. de la L. Olvera 

  Departamento de Ingeniería Eléctrica 

  CINVESTAV (1998) 

 

 



36/43 

7. CARGOS ACADÉMICO-ADMNISTRATIVOS EN EL CINVESTAV 

 

 

    Coordinador Académico del la Sección de Electrónica del  Estado  

    Sólido del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Cinvestav, 

    de febrero de l983 a enero de l985. 

 

     Editor de Publicaciones Técnicas  del  Departamento  

    de Ingeniería Eléctrica, Cinvestav 

    de enero de l986 a agosto de 1991. 

 

    Jefe de  la  Sección  de  Electrónica  del  Estado  Sólido  del  

    Departamento de Ingeniería Eléctrica, Cinvestav     

 de abril de l987 a abril de 1994. 

 

    Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Cinvestav 

    de junio 1996 a enero de 1999. 

 

    Secretario Académico del Cinvestav 

    de enero de 1999 a enero de 2003. 

 

 Director General del Cinvestav  

 de diciembre de 2006 a diciembre de 2014



37/43 

 

8. OTROS. 
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   -     Organización de Reuniones y Congresos Científicos. 

 

 III Seminario Nacional de Conversión Fotovoltaica  

 

 Mérida, Yucatán (1985) 

  Se obtuvo el apoyo de la Universidad Estatal de Arizona,  

  el Laboratorio de Retropropulsión (JPL), el Instituto Tecnológico  

 de California y la Compañía Arco Solar (USA). 

 

 VII  Congreso  Nacional  de  Física  de   Superficies   e Interfaces. 

 

 Morelia, Michoacán (l987) 
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 VIII  Congreso  Nacional  de  Física  de   Superficies e Interfaces.  

 

 Guanajuato, Gto.(1988) 
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 de CONACYT y de la SESIC. 
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 Academia Mexicana de Ciencia de Materiales, 
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 I Conferencia de Ingeniería Eléctrica 

 

 Departamento de Ingeniería Eléctrica 

 CINVESTAV 
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 II Conferencia de Ingeniería Eléctrica 

 

 Departamento de Ingeniería Eléctrica 

 CINVESTAV 

 México, (1996) 
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 Investigador Nacional del SNI, nivel II 
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 Julio 1996 a la fecha. 
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 Caballero de la Orden Nacional del Mérito 

 Otorgado por la República Francesa (2011) 
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          de l984 a l986 
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        .     Miembro de la "American Vacuum Society" (AVS). USA. 

 

        .     Miembro de la "Materials Research Society" (MRS). USA. 

 

        .     Miembro de los Comités de Selección  de  becarios  de  

              CONACYT, de 1985 a 1990 

 

        .     Miembro del Comité CEFI- CONACYT desde 1987  
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        .     Miembro del Comité de Electrónica de la Dirección Adjunta de  

              Modernización Tecnológica del CONACYT, 1991/1992. 

 

        .     Miembro de los Comités de Selección de becarios de la  
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        .     Miembro de la Comisión de Promoción y  Estímulos  para  

              los Investigadores del CINVESTAV (COPEI), 1990/1991 

 

        .     Miembro del Consejo Editorial de la revista  Avance  y  

              Perspectiva, órgano de difusión del CINVESTAV, (1990 - 1999) 

 

        .     Miembro del Comité Asesor Internacional del 5o. Congreso 

          Internacional de Ciencia e Ingeniería Fotovoltaica,  

          Kyoto, Japón (1990) 

 

        .     Chairman de una sesión en el 5o. Congreso  Internacional de  

              Ciencia e Ingeniería Fotovoltaica, 

              Kyoto, Japón (1990) 

               

        .     Miembro fundador de la "Academia Mexicana de Ciencia de Materiales",  

          (fundada en 1990) 

 

        .     Vocal de la Academia Mexicana de Ciencia de Materiales  

              México, 1990-1992 

 

        .     Coordinador, en el Cinvestav, de la II III y IV Semanas de la 

              Investigación Científica (1991, 1992 y 1993 respectivamente), 

              organizadas por la Academia de la Investigación Científica. 

 

        .     Miembro de los Comités  Interinstitucionales  para  la evaluación de la  

          Educación  Superior (CIEES) Secretaría de Educación Pública. 

              desde mayo de 1991 

 

        .     Miembro de la cartera de evaluadores de CONACYT (1991/...) 

 

        .     Miembro del Jurado Calificador del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica,  

          Eléctrica, de Comunicaciones, Electrónica y Ramas afines 1991. 

              Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, CIME, 1991/1992. 
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        .     Miembro del Jurado Calificador del Concurso Nacional de  

              Tesis y Trabajos Terminales en Áreas de la Ingeniería. 

              Facultad de Ingeniería, UNAM, (Nov. 1992) 

           

        .     Revisor de la Revista Thin Solid Films editada por Elsevier Science Publishers 

              (a partir de 1993) 

 

        .     Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias antes Academia de la  

              Investigación Científica a partir de 1993) 

 

       .     Miembro del Comité del Registro Conacyt de Consultores Tecnológicos de la  

             Dirección Adjunta de Modernización Tecnológica del CONACYT, a partir de 1996 

 

        .     Miembro de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada 

              y el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT)  (a partir de 1998) 

 

       .     Miembro del Comité de Cátedras patrimoniales de la Dirección Adjunta de  

              Investigación Científica del CONACYT, 1997/1998. 

 

       .     Presidente del Comité de Cátedras patrimoniales de la Dirección Adjunta de  

              Investigación Científica del CONACYT, 2000/2001 

 

       .     Miembro de la Comisión Dictaminadora Externa del CICESE, (desde 1998) 

 

       .     Miembro del Jurado Calificador del Premio México, 1998, otorgado por el  

             Gobierno de la República. 

 

       .     Miembro del Jurado Calificador del Premio IIM-UNAM 1998, otorgado por el  

             Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. 

 

      .     Miembro del Jurado Calificador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2000 

        otorgado por el Gobierno de la República.  

 

       .     Miembro de la Comisión Dictaminadora del Área VII del Sistema Nacional 

         de Investigadores, 2000/2002. 

 

       .     Presidente de la Comisión Dictaminadora del Área VII del Sistema Nacional 

         de Investigadores, 2002. 

 

       .     Miembro del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Investigadores,  

         2002 

 

       .     Miembro del jurado calificador del Premio Nacional de Tecnología de Alimentos XXVIII  

 Coca Cola (2004) 
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       .     Miembro evaluador del Premio Luis Elizondo en la categoría Científico y Tecnológico  

 (2004) 

 

       .    Miembro de una misión al Reino Unido auspiciada por  Consejo Británico para  

intercambiar experiencias del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior  

en México (2004) 

 

       .    Miembro del jurado de Premios Nacionales Consejo para la Enseñanza e Investigación en  

Psicología CNEIP (2004) 

 

       .    Miembro del jurado del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río (2005) 

 

       .    Miembro del jurado evaluador del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

(PIFI 2005) 

 

       .    Miembro del jurado calificador del Premio Nacional de Tecnología de Alimentos XXIX  

Coca Cola (2005) 

 

       .    Miembro del jurado calificador del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y  

Ramas Afines ( 2005) 

 

       .    Invitado a participar en el Taller “Búsqueda en Torno a la Educación Superior en México”,  

(CENEVAL 2005) 

 

       .    Miembro del jurado calificador del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y  

Ramas Afines ( 2006) 

 

       .    Miembro del jurado del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río (2006) 

 

       .    Miembro del jurado calificador del Premio Nacional de Tecnología de Alimentos XXX 

 Coca Cola (2006) 

 

       .    Miembro del jurado Evaluador del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

(PIFI 2006) 

 

       .    Miembro del jurado Evaluador del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

(PIFI 2007) 

 

       .    Miembro del jurado Evaluador del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

(PIFI 2008) 

     

    .  Miembro de la Junta de Gobierno de varios centros públicos de investigación, entre otros,  

       CICESE, INAOE y CIMAV (desde 2006) 

  

México, D.F. Marzo, 2013   


